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(57) Abstract: A circuit arrangement for the protection of integrated semiconductor circuits from electrical pulses or electrical 
overvoltages is disclosed, comprising an RC element of a first resistor (Rl; RIO) and a capacitor (CI; CIO) in series, wired between 
two power supply lines (VDD, VSS), with a chain of inverters (110 - 112), wired one after the other in series, connected on the mput 
side to the connection point of the first resistance (Rl; RIO) and the capacitance (CI; CIO) and with a protection transistor (ST), 
connected at the control input thereof to the output of the inverter chain and at the ou^ut side thereof to the two power supply lines 
(VDD. VSS). 
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VerofTentlicht: 

— ohne intemationalen Recherchenbericht und emeut zu ver- 
dffentlichen nach Erhalt des Berichts 



Zur Erkidrung der Zweibuchstdben-Codes und der anderen Ab- 
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(57) Zusammenfassung: Es wiixi eine Schaltungsanordnung zum Schutz von integrieiten Halbleiterschaltungen vor elektnschen 
Pulsen Oder elektrischen Oberspannungen voigeschlagen mit einem RC-Element aus der Serienschaltung eines ersten Widerstands 
(Rl- RIO) und einer Kapazitat (CI; CIO), das zwischen zwei Versorgungspotentialleitungen (VDD, VSS) geschaltet ist, mit einer 
Kette aus hintereinander in Serie geschalteten Inveitem (llO - 112), die eingangsseitig mit dem Verbindungspunkt des ersten Wider- 
stands (Rl; RIO) und der Kapazitat (CI; CIO) veibunden ist, und mit einem Schutztiansistor (ST) der an ^^J^^^J^teu^^^^ 
dem Ausgang der Inverterkette verbunden und ausgangsseitig mit den zwei Versorgungspotentialleitungen (VDD. VSS) verbunden 
ist. 



